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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Наноструктуровані та полікристалічні РЗМ-вмісні матеріали для сцинтиляторів, сенсорів та енергоощадних
технологій

Назва роботи англійською:
Nanostructurized and polycrystalline RE-contained materials for scintillators, sensors and energy saving
technologies

Реферат українською:
Метою роботи є цілеспрямована зміна характеристик та властивостей сенсорних матеріалів і пристроїв на їх
основі, яка включає в себе: встановлення взаємозв'язків між умовами отримання, дефектною структурою і
особливостями спектрально-люмінесцентних характеристик у нанооб'єктах на основі оксидів галатів та
вольфраматів; отримання високоефективних фотонних середовищ на основі халькогенідів; РЗМ-вмісних
купратів та манганатів, а також модифікація їхніх кристалічних структур шляхом часткових заміщень атомів;
матеріалів анодів літієвих і металогідридних акумуляторів для досягнення вищих питомих характеристик,
нижчої вартості і вищої цикльованості порівняно з застосованими в промисловості. Методи дослідження -
синтез експериментальних зразків, рентгенофазовий, рентгеноструктурний, мікроструктурний, локальний
рентгеноспектральний, спектрально-люмінесцентний аналіз, електрохімічне гідрування, диференціальна
скануюча калориметрія, спектроскопія глибоких рівнів. Підібрано та оптимізовано умови синтезу складних
купратів та манганатів методом твердофазної реакції з метою отримання якісних полікристалічних зразків.
Синтезовано та підтверджено кристалічну структуру, встановлено фазовий склад серій зразків MgGa2O4,
MgGa2O4:Mn, MgGa2O4:Mn, Eu, ZnGa2O4:Mn, ZnGa2O4:Mn, Eu, Mg1-xZnxGa2O4:Mn та Mg1 xZnxGa2O4:Mn, Eu.
РЕМ та ТЕМ зображення засвідчили гомогенність отриманих зразків та рівномірний розподіл домішок РЗМ у
об'ємі кераміки. Показано, що в стеклах системи Gax(As0.40Se0.60)100-х при збільшенні вмісту Ga
відбувається збільшення твердості та модулю Юнга. Показано, що в стеклах з вмістом Ga менше 3 ат. %,
домінує позитронне захоплення на внутрішніх порожнинах між пірамідальними комплексами AsSe3/2.
Спостерігається збільшення часу життя, пов'язаного з дефектами, від 0,360 до 0,382 нс. Вивчено взаємодію
компонентів у системах SrO-R2O3-MnO, Ba-Mn-O, R-Mn-O, BaO-Tb2O3-CuO, Ce-Zr-Sb, Gd-Zr-Sb.
Синтезовано нові сполуки (Sr,R)FeO3 (R = Tb, Ho, Er) зі структурою перовскіту. Синтезовано і досліджено
інтерметалічні фази, які можуть бути використані у літієвих і металогідридних акумуляторах. Досліджено
їхню електрохімічну поведінку у ролі анодних матеріалів. Виявлений значний позитивний вплив легування
Sn на заряд-розрядні характеристики.

Реферат англійською:
The aim of the work is the purposeful modification of characteristics and properties of sensor materials and
devices on their base, which includes: determination of interconnections between conditions of synthesis, defect
structure and features of the optical-luminescent characteristics in nano-objects of gallate and tungstate oxides;
obtaining of high-efficient environments of chalcogenide glasses; cuprates and manganetes with RE metals and
modification of their crystalline structure by partial substitution of atoms; anode materials of lithium and metal-
hydride rechargeable batteries for achievement of higher specific characteristics, lower price and better cycle
lifetime with respect to conventional industrial samples. Investigation methods – synthesis of experimental
samples, X-ray diffraction analysis of phase and structure, microstructural, local X-ray and luminescent spectral
analyses, electrochemical hydration, differential scanning calorimetry, spectroscopy of the deep levels. The
conditions for the synthesis of complex cuprates and manganates by the solid-phase reaction method have been
selected and optimized in order to obtain qualitative polycrystalline specimens. The structure of successfully
synthesized MgGa2O4, MgGa2O4: Mn, MgGa2O4: Mn, Eu, Zn Ga2O4: Mn, Zu Ga2O4: Mn, Eu, Mg1-xZnx Ga2O4: Mn



and Mg1-xZnxGa2O4: Mn, Eu samples was established and confirmed. The REM and TEM images showed the
homogeneity of the samples obtained and the uniform distribution of RE impurities in the volume of ceramics.
Increasing of the hardness and Young's module was found in the glass systems of Gax(As0.40Se0.60)100-хwith
increasing of Ga concentration. The positron trapping dominates in the inner cavities between the pyramidal
complexes AsSe3/2 in glasses that contains the Ga less than 3 atm. %. An increase in lifetime from 0.360 to 0.382
ns associates with defects was observed. The interaction of components in SrO-R2O3-MnO, Ba-Mn-O, R-Mn-O,
BaO-Tb2O3-CuO, Ce-Zr-Sb, Gd-Zr-Sb systems was studied. (Sr, R) FeO3 (R = Tb, Ho, Er) are new compounds with
the structure of perovskite were synthesized. Intermetallic phases have been synthesized and investigated, which
can be used in lithium and metal hydride accumulators. Their electrochemical behavior in the role of anodic
materials is studied. Significant positive influence of doping with Sn on charge-discharge characteristics has been
revealed.
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VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Матеріали складних оксидів та халькогенідні стекла із домішками РЗМ для
біосенсорики, техноголігя модифікації властивостей цих матеріалів для модифікації їх властивостей;
купрати та манганати із РЗМ придатні для використання літієвих та металогідридних акумуляторів

Назва НТП англійською: Materials of complex oxides and chalcogenides with rare-earth ions for
biosensors, the technology of modification of their properties; cuprates and manganetes with rare-earth ions for
lithium and metalhydride accumulators

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати:
Галузь застосування: 73.10.0 Дослідження і розробка в галузі природничих та технічних наук

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: В даній НДР отримано нові системи халькогенідних стекол легованих іонами
рідкісноземельних металів; галійвмісні оксиди та вольфрамати з домішками РЗМ; купрати серії (M,
R)2Cu2O3-CuO2 та манганати систем M-R-Mn-O; РЗМ-вмісні змішані оксиди з елементами IV-ої групи; РЗМ-
і літійвмісні інтерметаліди перехідних металів а також проведено вхідну характеризацію даних обєктів.
Запропоновано хімічні склади з оптимальними фізико-хімічними властивостями для подальших досліджень.

Соціально-економічна спрямованість НТП:
Вплив НТП на довкілля:
Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП
Початок етапу: 2018 рік

Закінчення етапу:
Споживачі продукції: Науково-дослідні та виробничі підприємства високотехнологічної продукції

Перспективні ринки: України та закордонні

Характер співробітництва з інвестором
Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.: 3500

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:
Наявність бізнес-плану: Ні

Техніко-економічне обгрунтування: Ні

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.: 2000

Очікуваний термін окупності (років): 5
Додаткова інформація: згідно договору
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